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線強度の深さ方向分布の担IJ定より 1 試料表面近傍に硫黄 (S)が堆積していることを明らかにした。さ
らに，パナジウム (V)添加GaAsにおいて観測されるVに関与した鋭い発光線の時間分解測定結果の
解析より，その発光線の起源の同定に成功した。

























り熱的に安定な入り方をするVを添加したGaAsについても組織的な実験を行っている O その結果， V
に関与した鋭い発光線を観測し，その時間分解測定の結果よりV発光線の遷移準位を同定しているO
最後に， Cr-As空孔複合体に起因する鋭い発光線の分裂やエネルギー・シフトが結品の軸方向に印
加した一軸性応力に極めて敏感に依存して変化することを見出し，この現象を利用した新しい残留応力
の高感度評価技術を提案し，一例として，この手法をGaAs上の半導体ヘテロ界面の評価に応用し，そ
の有用性を明らかにしている。
以上述べたように，本研究の成果は新しい 1C用基板として利用されつつある遷移金属添加半絶縁性
GaAs結晶の基礎物性とその評価技術に貢献するところ大きく，工学博士論文として価値あるものと認
める O
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